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(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a thin single-domain layer (3') made of ferroelectric material, the method
comprising, between a step of splitting a donor substrate (1) at a weakened plane (2) in order to form a first layer (3) and a sequence
for finishing the first layer (3), the application of a treatment to the free face (8) of the first layer (3) in order to produce a hydrogen
concentration of greater than 2.0E21 at/cm”3 in a surface thickness of the first layer (3).

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de préparation d'une couche mince monodomaine (3') en matériau ferroélectrique, le
procédé comprenant, entre une €tape de fracture d'un substrat donneur (1) au niveau d'un plan de fragilisation (2) pour former une
couche premiere couche (3) et une séquence de finition de la premi¢re couche (3), l'application d'un traitement de la face libre (8) de
la premiere couche (3) pour produire une concentration d’hydrogene supérieure a 2.0 E21 at/cm”3 dans une épaisseur superficielle de
la premiere couche (3).
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